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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月22日(2016.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｉ系基板と、該Ｓｉ系基板上に設けられたＡｌＮ初期層と、該ＡｌＮ初期層上に設け
られたバッファ層とを有する電子デバイス用エピタキシャル基板であって、
　前記ＡｌＮ初期層の前記バッファ層側の表面の粗さＳａが４ｎｍ以上８ｎｍ以下である
ことを特徴とする電子デバイス用エピタキシャル基板。
【請求項２】
　前記バッファ層は、前記ＡｌＮ初期層に接しているＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ＜１）
層を含み、
　前記ＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ＜１）層の前記ＡｌＮ初期層と反対側の表面の粗さＳ
ａが０．６ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の電子デバイス用エピタキシ
ャル基板。
【請求項３】
　前記バッファ層は、前記ＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ＜１）層に接し、かつ、ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＮ（０＜ｘ≦１）層とＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ＜ｘ）層とが交互に積層され
た多層膜を含み、
　前記多層膜の前記ＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ＜１）層と反対側の表面の粗さＳａが０
．３ｎｍ以下であることを特徴とする請求項２に記載の電子デバイス用エピタキシャル基
板。
【請求項４】
　前記バッファ層上に設けられたチャネル層と、
　該チャネル層上に設けられたバリア層と、
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　該バリア層上に設けられたキャップ層と
をさらに有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の電子デバ
イス用エピタキシャル基板。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の電子デバイス用エピタキシャル基板を用
いて作製された電子デバイスであって、前記電子デバイス用エピタキシャル基板上に電極
が設けられているものであることを特徴とする電子デバイス。
【請求項６】
　Ｓｉ系基板上にＡｌＮ初期層を形成する工程と、
　前記ＡｌＮ初期層上にバッファ層を形成する工程と、
　前記バッファ層上にチャネル層を形成する工程と、
　前記チャネル層上にバリア層を形成する工程と、
　前記バリア層上にキャップ層を形成する工程と
を有し、
　前記ＡｌＮ初期層の前記バッファ層側の表面の粗さＳａを４ｎｍ以上８ｎｍ以下とする
ことを特徴とする電子デバイス用エピタキシャル基板の製造方法。
【請求項７】
　Ｓｉ系基板上にＡｌＮ初期層を形成する工程と、
　前記ＡｌＮ初期層上にバッファ層を形成する工程と、
　前記バッファ層上にチャネル層を形成する工程と、
　前記チャネル層上にバリア層を形成する工程と、
　前記バリア層上にキャップ層を形成する工程と、
　前記キャップ層上に電極を形成する工程と
を有し、
　前記ＡｌＮ初期層の前記バッファ層側の表面の粗さＳａを４ｎｍ以上８ｎｍ以下とする
ことを特徴とする電子デバイスの製造方法。
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